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Fabrication de moules moléculaires sur une surface
hydrogénée de Si (100) 2x1 avec le STM

“hs

R , Pulse de voltage
Atome d'hydrogéne Dimere de Si W -2.5V, 160 ms

T

20t

Courant Tunnel (nA)
H
o

0.0 0.1
Atome de Si de surface Temps (s)

Atome de Si de volume

Topographie
STM 40x40 nm?
-25V
0.5 nA

Avant le pulse Apreés le pulse

Topographies STM 4x6 nm?
Thése L. Soukiassian, PRB 2003 15V, 0.4nA




; f Nanomanipulation d'hydrogéne sur une surface
% hydrogénée de Si (100) 2x1 avec le STM
‘f Moules moléculaires
'

Topographies STM de la surface
de Si (100) 2x1 H

Moule moléculaire

Theése L. Soukiassian, A. Mayne et al. APL 2004




Nanomanipulation d'hydrogéne sur une surface
de Si (100) 2x1 avec le STM

Moules moléculaires
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Nanomanipulation d'hydrogéne sur des surfaces
de semi-conducteurs

Motivations
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Fonctionnalisation des surfaces de silicium
par des molécules organiques
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Oxydation des surfaces

C(100)2x1 n’est pas réactif a O,
Une hydrogénation partielle le rend réactif



Création de liaisons pendantes sur la surface de C(100)2x1
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Préparation de surfaces €(100) 2x1 partiellement
hydrogénées et caractérisation avec le RS
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Réactivité de I'oxygéne moléculaire sur des surfaces
partiellement hydrogénées de €(100)2x1
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Conclusion

Dans certains cas (Si(100)), ’hydrogéene peut passiver
chimiquement la surface. Ceci peut étre exploité pour adsorber de
maniere controlée des molécules dans des moules moléculaires

Dans d’autres cas (C(100)), I'hydrogénation partielle peut étre
utilis€e pour rendre réactive a O, une surface initialement non réactive



Creéation de nouvelles structures sur le
Si(100)2x1 H avec le Rayonnement Synchrotron
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